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Fototranzystory 
Metoda pomiaru prqdu jasnego IL 

,. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza nor

my jest metoda pomiaru pr{ldu jasnego I L fototranzystorów 

(z wyprowadzOO{l I z niewyprowadzon{l baz{l) przeznaczo

nych do detekcji promieniowania elektromagnetycznego w za

kresie widmowym od A - 0,4 I'm do A. 1,6 I'm. 

~kład pomiarowy 

18!!-7M37$-44/011 

Z" Z2' Z3 - zasilacze; FT - mierzony fototranzystor; ~, 

V:zo Va - woltomierze; Al' A3 - amperomierze; Q- źródło , 

promieniowania; KS - komora światłoszczelna. 

3. Wymagania dotyczace elementów układu pomiarowego 

a) wilgotnośt wzgl{!dna w komorze światłoszczelności po

winna wynosit 75%, 

b) bł{ld woltomierzy powinien byt nie Większy niż :t 1 %, 

c) spadek napięcia na rezystancji wewnętrznej ampero

mierza At nie może być Większy niż 1 % napięcia mierzo

nego woltomierzem ~ , 

d) źródło promieniowania powinna stanowit wolframowa 

lampa żarowa o temperaturze barwowej 2655,6 K, 

e) źródło promieniowania powinno byt zbliżone do punk

towego, tzn. wymiary źródła (żarnika) powinny byt mniej

sze niż 10% odległości źródła od fototranzystora, 

f) źródło promieniowania należy zasilać zSfodnie z war

tościami napięcia lub natężenia prędu podanymi w świa

dectwie wzorcowania, stosuj{lc mierniki '\.j i A3 klasy nie 

gorszej niż 0,5 %, 

g) przy zasilaniu źródła promieniowania pr{ldem zmien

nym należy stosowat stabilizatory, które nie zniekształca

,j{l przebleg6w napięcia o wahaniach napięcia wyjściowego 

mniejszych niż 0,5%, 
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h) wykonujęc pomiar I
L 

dla oświetlenia monochromaty

cznego, należy stosowat jako źródło diodę elektrolumines

cencyjnp z GaAs o szczytowej długości fali (maksymalnej 

wydajności świetlnej) A = 900 nm, 

i) uchwyty fototranzystora i źródła promieniowania po_ 

winny zapewniat ustawienie elementów w osi optycznej 

umożliwiat zrr.ianę natężenia oświetlenia bez zmiany para

metrów zasilania źródła światła, 

j) układ pomiarowy powinien umożliwić pomiar parame

trów z błędem nie Większym niż :!:20%. 

4. Kolejność czynności przy pomiarze 

a) umieścit fototranzystor w komorze światłoszczelnej 

KS, 

b) wł{lczyć zasi lanie źródła promieniowania Q ustawit 

wymagan{l wartośt napięcia lub natężenia pręciu, 

c) ustawit wymaganę wartośt natężenia oświetlenia, 

d) wł{lczyt zasi lanie z.. fototranzystora, 

e) ustawit wymaganę wartość napięcia pomiarowego UCE ' 

odczytuj{lc ję na woltomierzu \-.I , 

f) w przypadku fototranzystora z wyprowadzon{l bazę wł~ 

czyć zasilacz Z" i ustawit wymaganp wartośt napięcia U , 
• CE 

odczytujpc ję.na woltomierzu V2 ' 

g) odczytat na mierniku A wartośt natężenia pr{ldu jas'; 
f 

nego I
L

• 

5. Warunki pomiaru. Normy przedmiotowe powinny okreś-

lat: 

a) wartość natężenia oświetlenia Ev (zalecane sę war

tości 100 Ix lub 1000 Ix), 

b) wartość napięcia UCE' przy którym dokonuje się po_ 

miaru IL , 

c) wartość napięcia UEB , przy którym dokonuje się po

miaru I
L 

("" przypadku fototranzystorów z wyprowadzon{l 

ba~) 

d) wartość mocy promieniowania P diody elektrolumines

cencyjnej (w przypadku pomiarów przy promieniowaniu mo

nochrom;stycznym) . 
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2 Informacje dodatkowe do BN-77/3375-44/01 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowujoca norme - Instytut Technologii 

Elektronowej przy Naukowo-Produkcyjnym Centrum Pół-

przewodników, Warszawa Al. Lotników 32/46. 

2. Autorzy projektu normy - Tadeusz Fornal i i nż. Jerzy 

Malinowski, Zakład Doświadczalny PÓłprzewodników przy 

Instytucie Technologii Elektronowej, Warszawa ul. Koma

rowa 5 . 


